
Příprava pro měření na tranzistorech
Teoretická příprava viz skripta Elektrické obvody a elektronika, str. 67 - 74 a str. 94 - 99.

1. Měření charakteristik tranzistorů

Tranzistor bipolární

Úkol měření:

1) U předloženého tranzistoru zkontrolujte neporušenost přechodů. Určete typ vodivosti.
2) Určete statické proudové zesílení β0 předloženého tranzistoru na přípravku.
3) Změřte ik = h2 (ib, uk), ub = h1 (ib,uk) pro vhodně zvolenou pracovní oblast a zpracujte graficky.
4) Sestrojte převodní charakteristiku ik = h2 (ib,uk) pro uk = 3, 6 a 9 V.

Schéma zapojení:
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Příklad volby tabulky pro měření charakteristik tranzistoru KF507:
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2. Tranzistor unipolární

Úkol měření:
1) Změřte ik = f(uK, uG) předloženého MOS tranzistoru (N-kanál). Vyneste graficky.
2) Určete strmost y21 a výstupní vodivost y22 tranzistoru v pracovním bodě uG = ... V,  uK = .... V (dle

zadání vyučujícího).
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Schéma zapojení:

Příklad volby tabulky pro měření charakteristik tranzistoru BS 107:

ug[V] 2 2,5 3 3,5 4
0
1
2

uk[V] 3 ik[mA]
4
6 X X
8 X X X
10 X X X

Pozn: Pro hodnoty vyznačené v tabulce symbolem X tranzistor neměřte, hrozí překročení  PKmax.

Mezní parametry tranzistorů:
KF507 (NPN bipol. tranzistor): UK max = 32 V, IK max = 500 mA, UB max = 5 V, PK max=800 mW
BS107 (unip. tranzistor MOS, N- kanál): UK max = 200 V, IK max = 0,130 A, PK max = 1 W

Pouzdra tranzistorů:

Pozor!
Mezní parametry tranzistorů nesmí být v žádném případě
překročeny!

PKmax = UK.IK  v každém měřeném bodě
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2. Měření a výpočet tranzistorových zesilovacích stupňů

Úkol měření:

Pro každé z uvedených zapojení I až IV (nebo dle pokynů asistenta) proveďte tato měření M1 a M2:

M1) Přípravek osaďte zadanými hodnotami RK, RE, připojte na UA, nastavte RB.
        Zkontrolujte pracovní bod měřením uko, dostavte jej pomocí RB.

M2) Podle schéma zapojení pro měření napěťového zesílení připojte na vstup napětí ∆u1 sinusového
průběhu kmitočtu f = 1 kHz z generátoru (nebo z lab. rozvodu) nebo použijte generátor obdélní-
kových pulsů přímo na přípravku. Změřte napětí ∆u2ef a určete napěťové zesílení Au

Úkoly pro výpočet:

Pro každé z uvedených zapojení proveďte :
V1) Zakreslete do charakteristik pro zadané hodnoty UA, RK, RE :

 zatěžovací přímku p,
 dynamickou převodní charakteristiku  ik = f(ib) resp.  ik = f(uG) pro IV.,
 napěťovou převodní charakteristiku  uk = g(ub) resp. uk = g(uG) pro IV.

V2) Zakreslete do charakteristik pracovní bod P pro dříve zadanou hodnotu iko
 (např. iko = 6 mA). V něm určete :
 a)  statické hodnoty veličin uko, ibo, ubo
 b)  hodnoty h (y) parametrů  h11, h21, h22   resp. y21, y22 pro IV.
 c)  dynamické proudové zesílení βd pro I, II, III
 d)  napěťové zesílení Au  pro I. a IV.

V3) Určete hodnoty statických úbytků napětí na RK a RE v pracovním bodě. Určete
       hodnotu RB pro nastavení pracovního bodu.

V4) Výpočtem z h parametrů ověřte hodnoty βd a Au.

V5) Výsledky výpočtu a měření porovnejte a zhodnoťte.

Zadání hodnot součástí
(asistent může zadat i jinou kombinaci)

UA =  12V (dle napájecího zdroje na pracovišti)

VAR. A VAR. B VAR. C
zapojení I II III IV I II III IV I II III IV
RK[Ω] 470 0 470 220 680 0 680 150 1k 0 220 470
RE[Ω] 0 470 220 0 0 680 220 0 0 1k 1k 0
uKO[V] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Schéma zapojení:

Obr. 1 Schéma zapojení pro měření napěťového zesílení
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I.  Zapojení zesilovače SE II.  Zapojení zesilovače SK

IV.  Zapojení zesilovače SE s unip. tranzistoremIII.  Zapojení zesilovače SE stabilizovaného zápornou
zpětnou vazbou v emitoru.
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Obr. 2  Zapojení tranzistorových zesilovacích stupňů
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